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(57) Формула изобретения
1. Устройство для гальванического покрытия структурированного или

голоэдрического основного слоя (9) на поверхности субстрата (7), которое включает,
по меньшей мере, одну гальваническую ванну (3) с, по меньшей мере, одним
включаемым в качестве катода, установленным с возможностью вращаться
валиком (2), который во время гальванического покрытия контактирует с основным
слоем (9), причем основной слой (9) покрыт раствором электролита, содержащимся в
гальванической ванне (3), и во время покрытия движется относительно, по меньшей
мере, одного валика (2), отличающееся тем, что, по меньшей мере, один включаемый в
качестве катода валик (2) во время контакта с основным слоем (9) включен в качестве
катода и, как только контакт с основным слоем (9) отсутствует, обесточен или
включен в качестве анода, причем валики (2) окружены защитным экраном (21),
который в очень значительной мере препятствует подводу раствора (5) электролита к
поверхности валиков (2), и, причем между защитным экраном (21) и поверхностью
субстрата (7) образован зазор, который между защитным экраном (21) и
поверхностью субстрата (7) закрыт с помощью валика с эластичной поверхностью.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один включаемый в
качестве катода валик неподвижно установлен в гальванической ванне (3), в то время
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как субстрат (7) с основным слоем (9) транспортируется через гальваническую
ванну (3).

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в гальванической ванне (3)
последовательно включены, по меньшей мере, два включаемые в качестве катода
валика (2).

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между защитными экранами (2) двух
включаемых в качестве катода валиков (2) установлен анод (29).

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что анод (29) образован в виде
решетчатого анода.

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что между двумя защитными
экранами (21) в область анода (29) может добавляться раствор электролита.

7. Устройство по п.1, отличающийся тем, что подвод тока к включаемым в качестве
катода валикам (2) осуществляется с помощью скользящего контакта (19).

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что включаемые в качестве катода
валики (2) субстратом (7) прижимаются к скользящему контакту (19).

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что соответственно два валика (2)
располагаются напротив, между которыми пропускается субстрат (7), так что
одновременно могут покрываться основной слой (9) на верхней стороне (11) и на
нижней стороне (13) субстрата (7).

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что напротив валиков (2) лежит
транспортное устройство, которым субстрат транспортируется вдоль к валикам (2).

11. Устройство по одному из пп.1-10, отличающееся тем, что включаемые в
качестве катода валики (2) расположены по периметру вращающегося вала (41).

12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что вращающийся вал (41) образован в
виде полого вала, в котором расположен, по меньшей мере, один анод (43).

13. Способ гальванического покрытия структурированного или голоэдрического
основного слоя (9) на поверхности субстрата (7), причем основной слой окружен
раствором (5) электролита и контактирует с, по меньшей мере, одним включаемым в
качестве катода валиком (2), отличающийся тем, что включаемый в качестве катода
валик (2) включается в качестве катода, когда он контактирует с основным слоем (9)
и/или субстратом (7), и обесточивается или включается в качестве анода для удаления
осевшего на нем материала, как только отсутствует контакт с основным слоем (9)
и/или субстратом (7).

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что субстрат (7) после первого процесса
гальванического покрытия поворачивается вокруг оси перпендикулярно подлежащей
покрытию поверхности и затем заново проходит процесс гальванического покрытия.

15. Применение устройства по п.1 или способа по п.13 для изготовления
токопроводящих полосок на печатных платах, антеннах радиочастотной
идентификации, ретрансляционных антеннах или других антенных структур, модулей
чип-карт, плоских кабелей, нагревателей сидений, пленочных проводников,
токопроводящих полосок в солнечных элементах или в LCD - соответственно
плазменных экранах, для изготовления декоративных или функциональных
поверхностей на изделиях, которые применяются для экранирования от
электромагнитного излучения, для теплопроводности или в качестве упаковки, или
для изготовления изделий, покрытых гальваническим способом, в любой форме.
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